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Ramtron annuncia una memoria non-volatile F-RAM parallela da 8 Megabit

Il compatto contenitore ball grid array offre la possibilità di passare a valori di densità superiori mantenendo la stessa piedinatura 
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Colorado Springs, USA – 23 luglio 2009.  Ramtron International Corporation (Nasdaq: RMTR) la società leader nello sviluppo e nella fornitura di memorie e di semiconduttori integrati basati sulla tecnologia non-volatile F-RAM (Ferroelectric Random Access Memory), ha annunciato la disponibilità della propria memoria F-RAM da 8 Megabit (Mb) in un compatto contenitore FBGA.  Il dispositivo, denominato FM23MLD16, consiste in una RAM parallela non-volatile da 8 Mbit, alimentata a 3 volt, dotata di package FBGA (Fine-Pitch Ball Grid Array) a 48 pin. E’ caratterizzata da accesso veloce, un numero praticamente illimitato di cicli lettura/scrittura e basso consumo.  Compatibile a livello di piedinatura con le RAM statiche asincrone (SRAM), la FM23MLD16 si rivolge a sistemi di controllo industriali come i robot, soluzioni di network storage RAID, stampanti multifunzione, navigatori per autoveicoli e molti altri sistemi basati su SRAM.

“La memoria F-RAM parallela da 8 Mbit e la FM22LD16 da 4 Mbit, presentata recentemente, sono state progettate per rispondere alla domanda di maggiore densità di memoria nelle applicazioni di raccolta dati caratterizzate da molte operazioni di scrittura,” sottolinea Mike Peters, responsabile marketing di Ramtron.  “I due prodotti sono compatibili tra loro a livello di piedinatura, il che facilita il passaggio a valori di densità superiori. La FM23MLD16 offre ai progettisti di sistema una densità F-RAM otto volte maggiore, nello stesso spazio occupato da un contenitore TSOP32,” aggiunge Peters.

Caratteristiche del prodotto

Il dispositivo FM23MLD16 è organizzato come una memoria non volatile 512 K x 16, accessibile  tramite un’interfaccia parallela standard. Il tempo di accesso è di 60 nanosecondi e il tempo di ciclo è pari a 115 nanosecondi.  Le operazioni di lettura e scrittura vengono effettuate a velocità di bus (scrittura NoDelay™), con una durata di almeno 1E14 (100 trilioni) di cicli di scrittura e dieci anni di conservazione dei dati. 

La FM23MLD16 offre prestazioni superiori rispetto alle SRAM con batteria tampone (battery-backed SRAM, BBSRAM) poiché non richiede una batteria per il backup dei dati. Il dispositivo rappresenta una soluzione realmente “a montaggio superficiale”, poiché non richiede fasi di rilavorazione per il collegamento delle batterie e – a differenza della SRAM con batteria tampone - è altamente resistente all’umidità, agli urti e alle vibrazioni; è ideale, pertanto,  per le applicazioni industriali più pesanti. La FM23MLD16 integra un monitor che blocca l’accesso all’array di memoria quando la tensione di alimentazione scende al di sotto di una soglia critica. In questa condizione il dispositivo è protetto contro gli accessi involontari e la corruzione dei dati.

Dotata di una comoda interfaccia verso i moderni microprocessori ad alte prestazioni, la FM23MLD16 offre una modalità di pagina ad alta velocità che permette di effettuare operazioni di lettura/scrittura con burst di otto byte fino a 33 MHz. Il dispositivo – che assorbe 9 milliampere nelle operazioni di lettura/scrittura e 180 microampere in standby - funziona con un’alimentazione compresa tra 2,7 e 3,6 volt nella gamma di temperatura industriale, da -40 a +85 gradi centigradi.  
Prezzi e disponibilità

I campioni della FM23MLD16 - nel contenitore FBGA a 48 pin, conforme alla direttiva RoHS.- sono già disponibili  Il prezzo è di 29.23 dollari per quantità di diecimila pezzi.

# # #

Informazioni su Ramtron

Ramtron International Corporation - che ha la propria sede centrale a Colorado Springs, in Colorado - è una società di semiconduttori “fabless” che progetta, sviluppa e commercializza soluzioni specializzate di memoria e altre soluzioni integrate a semiconduttori, utilizzate in una vasta gamma di applicazioni e mercati in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.ramtron.com.

Dichiarazione "Safe Harbor" conforme al Private Securities Litigation Reform Act del 1995: Le dichiarazioni qui contenute che non rappresentino fatti storici sono valutazioni su avvenimenti futuri che comportano rischi e incertezze, comprese le seguenti (ma non limitate ad esse): gli effetti delle condizioni dell’economia globale; spostamenti della domanda e dell’offerta; l’accettazione da parte del mercato; il tempo che trascorre tra le scelte progettuali dei clienti (“design-in”) e i loro effetti concreti (ordini e vendite); l’impatto di prodotti concorrenti e del loro prezzo; difficoltà nello sviluppo e commercializzazione dei prodotti; difficoltà tecnologiche; limitazioni della capacità produttiva e delle forniture. Si prega di fare riferimento ai documenti depositati da Ramtron presso la Securities and Exchange Commission per un’analisi di questi rischi.
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